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BREVE RESUMEN DEL INVENTO

De manera resumida, el invento se refiere a un cir-
cuito de muestreo que incluye un dispositivo semiconductor de
cuatro terminales del tipo dotado de una baja concentracibdn de
dopado de emisor. La sefial que ha de ser muestreada se apli-
ca continuamente a través del dispositivo semiconductor a un
terminal de salida. Se aplica un impulso de conmutacién en-
tre la puerta y el emisor del dispositivo semiconductor para
elevar la caracteristica de amplificacibn de corriente hFE des
de un nivel muy bajo hasta un nivel elevado durante el perio-
do de aplicacidn del impulso de conmutacibdn. Esto da lugar a
la aparicidn de una sefial fuertemente amplificada a la salida.
Cuando se suprime el impulso de conmutacidn, la caracteristica
de amplificacidn de corriente by, vuelve a su nivel bajo y la
amplitud de la sefial a la salida toma un valor muy reducido.

El dispositivo semiconductor que se emplea es un dis
positivo nuevo algo parecido al que se ilustra en la solicitud
de Patente N2, de Serie 427.647 concedida al mismo concesiona~-
rio que el presente invento, con la excepcidn de que la cuarta
regidn flotante estid provista de un electrodo que hace que la
cuarta regidn actfie como puerta. Mis precisamente, el disposi
tivo semiconductor es un dispositivo de cuatro capas en el cual
existe una primera regidn de un tipo de impurezas, una segun-
da regién del tipo de impurezas opuesto, una tercera regidn del
primer tipo de impurezas y una cuarta regidn del segundo tipo
de impurezas. Las primera, segunda, tercera y cuarta regiones
constituyen el emisor, la base, ei colector y la puerta, res-
pectivamente, del dispositivo. La separacidn entre la unidn
puerta-emisor y la unién emisor-base es inferior a la longitud

de difusibén de los portadores minoritarios en la regidn de emi
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sor,

El dopado de impurezas en las primera y tercera regio
nes es reducida, por ejemplo del orden de 1015 étomos/cmB. El
dopado de impurezas de las segunda y cuarta regiones es por
ejemplo de 101° étomos/cms.

BREVE DESCRIPCION DE LOS DIBUJOS

La figura 1 es un diagrama de circuito de un circui-

to de muestreo de la técnica anterior;

La figura 2 es una ilustracién esquemitica del dis-
Positivo semiconductor de cuatro terminales de tipo nuevo se-
gin el invento;

La figura 3 es un grupo de curvas que ilustran la re
lacién entre la caracteristica de amplificacién ho. v la corrien
te de colector, cuando se aplica un impulso de muestreo a la
puerta del dispositivo semiconductor y cuando no se aplica nin
gin impulso de muestreo a la puerta;

La figura 4 es un grupo de curvas que ilusﬁran la re
lacién entre la caracteristica de amplificacidn hop ¥ la co-
rriente de colector cuando se varia el parémetro R;

La figura 5 es un grupo de curvas que ilustran la re
lacibén que existe entre la caracteristica de amplificacién hoo
y la corriente de base cuando la resistencia de la fuente de
impulsos tiene diferentes valores representativos;

La figura 6 es un grupo de curvas que ilustran la re
lacién entre la caracteristica de amplificacibn h.p ¥ la re-
sistencia interna de la fuente de impulsos para diversos valo
res representativos de la corriente de base; y

La figura 7 es un diagrama de circuito del circuito
de muestreo del modo de realizacidn preferido del invento.
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DESCRIPCION DE LOS MODOS DE REALIZACION PREFERIDOS

Antes de dar una descripcibén detallada de un modo de
realizacibén preferido del invento, se hara’referencia a la fi-
gura 1 que ilustra esquemdticamente un circuito de muestreo de
la técnica anterior. En este circuito, la seflal que ha de ser
muestreada se aplica a través de un transformador 21 y de un
condensador 31 a la base de un transistor convencional 10 del
tipo NPN. El emisor del transistor 10 estl conectado a tra-
vés de una resistencia a masa, y también a través de un conden
sador a masa para proporcionar la polarizacibén de emisor acog
tumbrada. Una fuente de potencial VCC esté coneqtada a través
de un circuito sintonizado 22 con el colector del transistor
10, El circuito sintonizado es del tipo convencional L-C. La
salida 42 estd acoplada inductivamente con el elemento de induc
tancia del circuito sintonizado 22. El impulso de conmutacidn
se aplica a partir del terminal 41 a través de la resistencia
51 al circuito de entrada de base. De este modo, el impulso
de conmutacidn se superpone a la sefial.

El circuito de muestreo segin el invento incluye un
dispositivo semiconductor de tipo nuevo que se ilustra esque-
maticamente en la figura 2. El dispositivo que se ilustra a
titulo de ejemplo incluye un cuerpo $ de silicio dotado de una
regibén de emisor 1 de tipo N , de una regién de base 2 de ti-
Po P, y de una regidn de colector 3 de tipo N . Una unién ba
se~emisor JE estd formada entre la regién de emisor 1 y la re
gibén de base 2. Una cuarta regidén 6 es una regidn de tipo P
Formada en la parte superior del emisor 1 y que tiene con esta
una unidn Jg+ La separacién entre la unién Jg ¥ la wnibn Jp
es inferior a la longitud de difusién de los portadores mino-

ritarios en la regidén de emisor 1. La regibn 6 actfia como puer
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ta y estd provista de un electrodo de puerta 4G el cual a su
verz estd canectado a wn terminal G. La regibn de emisor 1 tig
ne una regién de alta concentracidn de impurezas 1a del tipo
N+,situada en su superficie superior y separada de la regidn 6
del tipo P. Esta regibn 1a del tipo NT forma una wnién Jy con
la regidn de baja concentracibén de impurezas tipo N  de la pri
mera regidn 1, Eséo contribuye también a proporcionar buenas
caracteristicas de funcionamiento del dispositivo. La regién
1a tipo Nt estd dotada de un electrodo 4E el cual estd conec
tado a su vez a un terminal E. La regién de base 2 estd pro
vista de un electrodo 4B, que esti conectado con un terminal
B. La superficie superior del dispositivo alejada de los elec
trodos esti cubierta de una capa aislante 5. Alrededor de la
regién del colector 3 se halla una fegién adicional 3a de tipo
N*, 1a cual a su vez estd provista de wn contacto ohmico 46,
el cual estl conectado a un terminal C,

En el dispositivo ilustrado, ya que la distancia de
difusibn LP de los agujeros (portadores minoritarios) inyecta
dos en la primera regibn 1 es larga, los agujeros llegan efi-
cazmente a la regibn adicimmal 6 y son absorbidos por ella. Si
la regidn adicional 6 flota eléctricamente, su potencial aumen
ta cuando el numero de agujeros que llega a la regién adicio-
nal 6 aumenta. De este modo, la unidn JS tipo PN'que se forma
entre las regiones 6 y 1 estl polarizada en el sentido directo
hasta su tensién de disrupcidn sustancialmente, y entonces se
reinyectan agujeros en la primera regibn 1 a partir de la re-
gién suplementaria 6. Por consiguiente, la concentracién de
agujeros en la primera regifn 1 cerca de la regién adicional
6 aumentard y por tanto, la dist;ibucién de concentraci&n de

agujeros entre las uniones JE y JS en la primera regibn 1 to-
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ﬁa un valor uniforme y su dgradiente es progresivo reduciendo
la corriente de difusibn Jp desde la segqunda regidn 2 hasta la
primera regibn 1.

Sin embargo, cuando se dota la regién adicional 6 de
un electrodo, la regidn adicional 6 puede emplearse como puer-
ta.

Se ilustra esquemiticamente por medio del diagrama
del circuito de la figura 7 un modo de realizacién preferido
del invento. BEn este caso, la sefial que ha de ser muestreada
se aplica a través de un transformador 21 y de un condensador
31 a la base de un dispositivo semiconductor 11 que es del ti
po ilustrado en la figura 2. Una fuente de potencial Vbc es-
t& conectada a masa a través de un terminal 43 y a través de
un par de resistencias 53 y 54 conectadas en serie, El1 punto
central entre estas dos resistencias estd conectado con la ba
se para proporcionar la polarizacidn necesaria. E1 colector
del dispositivo semiconductor 11 estd conectado a la fuente
de potencial V

cc
t4 formado por un condensador 56 y un elemento de inductancia

a través de un circuito sintonizado 22 que es

57. BEste circuito sintonizado se sintoniza sobre la frecuen-
cia de la seflal entrante. La salida 42 estd acoplada inducti
vamente con el elemento de inductancia 57 de circuito sintoni
zado 22. EL emisor del dispositivo semiconductor 11 estl co-
nectado a través de una resistencia 52 y de un condensador 32
en paralelo con masa. El impulso de muestreo se aplica entre
la puerta y el emisor del dispositivo semiconductor 11. EL im
‘pulso de muestreo estd indicado por Pg y la fuente de impulsos
de muestreo tiene una resistencia interna 55 que puede presen
tar diferentes valores.

Haciendo referencia a los gréficos de las figuras 3
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a 6 y teniendo en cuenta el hecho de que la caracteristica de

amplificacidn hFE aumenta mucho durante el perfiodo de aplica-

cién del impulso de muestreo, se ilustra la relacién de la ca

racteristica de amplificacidn hpp ¥ los demds parémetros. La

figura 3 da la relacidn entre la caracteristica de amplifica-

cidn hFE y la corriente de colector cuando el impulso de ten-

sibn se aplica (curva 12) y cuando no se aplica impulso de ten
sién a la base (curva 13).

La figura 4 representa la relacién entre la caracte
ristica de amplificacién hFE y la corriente de colector cuando
el parémetro R (resistencia interna de la fuente de impulsos)
cambia.

La figura 5 representa la relacidn entre la caracte
ristica de amplificacién hop ¥ la corriente de base cuando se
hace cambiar el parimetro R (resistencia interna de la fuente
de impulsos).

La figura 6 ilustra la relacién entre la caracteris
tica de amplificacién ho, y R (resistencia interna de 1a fuen
te de impulsos) cuando la corriente de base tiene diferentes
parémetros.

Se observari durante el funcionamiento del circuito
de muestreo descrito més arriba que el dispositivo semiconduc
tor est§ siempre activado y por tanto la sefial que ha de ser
muestreada es transmitida en todo momento a la salida, aunque
a un nivel muy bajo. El impulso aumenta la caracteristica de
amplificacién hop desde un punto -bajo hasta un nivel alto du-
rante el perfodo de aplicacién del impulso., Por tanto, duran
te el periodo de muestreo, la seflal aparece con un nivel alto

a la salida.
Los peritos en la materia observarén que pueden rea
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lizarse numerosas modificaciones y variaciones sin alejarse
del espiritu y del alcance de los nuevos conceptos del inven-
to.
En resumen, la Patente de invencidn que se solicita
deberd recaer en las siguientes.
REIVINDICACIONES

1.) Circuito de muestreo que incluye un dispositivo
semiconductor, un dispositivo de circuito para suministrar una
seflal que ha de ser muestreada y un impulso de conmutacidn al
dispositivo semiconductor y un dispositivo de circuito de sali
da cohectado con la salida del dispositivo semiconductor, ca-
racterizado porque dicho dispositivo semiconductor (11) tiene
una base dotada de una capa limite principal adyacente al co-
lector, un emisor que tiene una capa limite principal adya-
cente a la otra capa principal de dicha base y que tiene una
unién emisor-base entre ellas, una puerta que tiene una capa
limite adyacente a la otra capa 1imite principal de dicho emi
sor y que tiene una unidn puerta-emisor entre ellas, teniendo
dicho emisor y dicho colector una baja concentracidn de impure
zas de un tipo, teniendo dicha base y dicha puerta unas impure
zas del tipo opuesto, estando dicha unidn emisor-base separa-
da de dicha unidén puerta-emisor por una distancia inferior a
la longitud de difusidn de los portadores minoritarios en di-
cho emisor, y porque dicho dispositivo de circuito aplica la
sefial que ha de ser muestreada a través de la base y del emi-
sor de dicho dispositivo semiconductor y aplica el impulso de
conmutacién entre la puerta v el emisor, aumentando asi la ca
racteristica de amplificacién hp durante el periodo de conmu
tacién.

2.) Circuito de muestreo segiin la reivindicacidn 1,
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caracterizado porque dicho colector esta polarizado a través
de un circuito sintonizado (22) que se sintoniza sobre la fre
cuencia de la sefial que ha de ser muestreada.

3.) Circuito dé muestreo seglin la reivindicaciém 1,
caracterizadorque dicha base se polariza conectando el pun~
to central de un par de resistencias (53, 54) que estén conec
tadas en serie entre una fuente de potencial y masa, y porque
dicho colector se polariza a través de un circuito sintoniza-

do (22) conectado con dicha Ffuente de potencial.
4.) Se reivindica por Gltimo como objeto sobre el

que ha de recaer la patente de invencidén que se solicita:
CIRCUITO DE MUESTREOQ.

Todo conforme queda descrito y reivindicado en 1la
presente memoria descriptiva que consta de nueve piginas me-

canografiadas y dibujos que se acompaiian.

Madrid, 9 nayo 1.925
BERNARDO UNGRIA
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